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1. 研究背景 : 我々は, バンドギャップの温度依存性が低減できる Bi系 III-V族半導体混晶[1]からなる

量子ドットの成長に取り組んでおり, その状態密度の離散化によるしきい値電流の温度依存性も低減した

量子ドットレーザ[2]の開発を目指している. 本研究では, 分子線エピタキシー (MBE) 法を用いて成長

した積層 InAsBi量子ドットの試料中の Bi原子の取り込みや分布の様子を明らかにすることを目的とした. 

2. 実験方法 : InAs1-xBix量子ドットは, MBE 法を用いて積層構造の 3 つの試料を成長した. 周期は 10

とした. Sample Aは 350 °Cで成長速度 0.56 ML/sで成長を行った. 先行研究より, Bi系 III-V族半導体

におけるBiの取り込みにはV族/III族の供給原子数比[3,4]や成長速度[5]が重要であることから, Sample 

B と C はそれらを考慮し成長した. 最表面に量子ドットを形成して成長を完了した. 構造評価にはラザフ

ォード後方散乱法, 高角散乱環状暗視野走査透過電子顕微鏡 (HAADF-STEM), エネルギー分散 X

線分光法を用いた. 

3. 結果および考察 : 試料の断面 STEM 像において, 10 周期の積層構造が確認できた. 試料内部の

HAADF-STEM像の強度のラインプロファイルの結果を図 1に示す. V族元素と III族元素のペアのピー

クについて, 黄色の領域は III 族元素の強度ピークがペアの V 族元素のピークに対し上回っている箇所

を示している. この試料の成長に使用した元素から, 図 1 の黄色の領域は In が含まれていることを示唆

している. 緑色の領域は V 族元素の強度ピークがペアの III 族元素のピークに対し上回っている箇所を

示しており, Biが含まれている可能性が高い箇所を示している. 緑の領域は InAs1-xBix層内部のため, Bi

の偏析が抑制されていることを示唆している. 
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Fig. 1. Line profile of intensity on HAADF-STEM 
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